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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリックス状に画素を配置して成る表示部を有する表示装置において、
　画素は、表示に供する部位の面積が順次増大してなる複数のサブ画素を有し、
　複数のサブ画素は、一辺の長さがＬ1、他辺の長さがＬ2（但し、Ｌ1＞Ｌ2）の長方形形
状の表示領域内に配置され、
　各サブ画素は、画素に対応する階調データの各ビットに基づき駆動され、
　階調データの最下位ビットに対応するサブ画素の表示に供する部位の形状、及び、階調
データの最下位より１つ上のビットに対応するサブ画素の表示に供する部位の形状は、ほ
ぼ正方形であり、
　階調データの最下位ビットに対応するサブ画素は、階調データの最上位ビットより１つ
下のビットに対応するサブ画素又は階調データの最上位ビットに対応するサブ画素と組み
合わされて、前記長方形形状の表示領域の短辺を一辺にしてなる矩形の領域に割り当てら
れており、
　階調データの最下位より１つ上のビットに対応するサブ画素と、残りのサブ画素の内の
一のサブ画素との組合せは、前記長方形形状の表示領域の短辺を一辺にしてなる矩形の領
域に割り当てられており、
　表示に供する部位の形状がほぼ正方形であるサブ画素は、長方形形状を有する画素の前
記表示領域の長手方向、中央側に配置されていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
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　階調データの最下位ビットに対応するサブ画素の表示に供する部位と、階調データの最
下位より１つ上のビットに対応するサブ画素の表示に供する部位とは、隣接していること
を特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　ほぼ正方形の形状は、長辺の長さに対して短辺の長さが１～０．８倍に設定された形状
であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　表示に供する部位の形状がほぼ正方形であるサブ画素において、表示に供する部位の隣
接する二辺のそれぞれは、前記矩形の領域の隣接する二辺のそれぞれの一部を占める請求
項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　各サブ画素には、
　階調データのサブ画素に対応するビットが保持されるメモリ回路、及び、
　メモリ回路に記録されたビットに基づき、サブ画素に駆動信号を出力するスイッチ回路
、
が設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の表示装
置。
【請求項６】
　ゲート線を介してサブ画素を順次選択する垂直駆動回路、及び、
　順次入力される階調データを取得し、信号線を介してサブ画素に階調データのビットを
出力する水平駆動回路、
を更に備えていることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の表示装
置。
【請求項７】
　長方形形状を有する画素の前記表示領域の長手方向は、信号線の延在方向と平行である
ことを特徴とする請求項６に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、例えば１つの画素を複数のサブ画素により構成し、これら
複数のサブ画素の駆動により階調を表現する方式の液晶表示装置に適用することができる
。本発明は、表示に供する部位の面積が小さなサブ画素については、この表示に供する部
位をほぼ正方形形状により作成することにより、多ビットメモリ方式による表示装置にお
いて、面積の小さなサブ画素に起因する表示画像の品位の低下を有効に回避する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置においては、マトリックス状に画素を配置してなる表示部を駆動回
路により駆動して所望の画像を表示するようになされており、この駆動回路による駆動方
式にいわゆる電圧階調法、フレームレート制御階調法が適用されるようになされている。
【０００３】
　このような駆動方式に対して、液晶表示装置においては、例えば特開平６－１３８８４
４号公報に開示されているように、ほぼ２倍により面積が順次増大する複数のサブ画素に
より１つの画素を形成し、これら複数のサブ画素の表示、非表示を制御することにより、
表示に供する領域の面積を可変して各画素の階調を可変するいわゆる面積階調方式も提案
されるようになされている。しかしてこの方法の場合、各サブ画素の駆動においては、単
なる２値による表示、非表示の制御であることにより、表示に供する入力データの各ビッ
トの論理値により対応するサブ画素を駆動して、駆動回路の構成を簡略化することができ
ると考えられる。また例えば特開平９－２４３９９５号公報等に提案されているように、
各サブ画素にメモリを設け、このメモリの記録により各サブ画素を駆動することにより、
駆動回路の消費電力を格段的に低減することができると考えられる。以下、このような面
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積階調方式であって、各画素にメモリを設けた方式を多ビットメモリ方式と呼ぶ。
【０００４】
　すなわち図７は、この多ビットメモリ方式による液晶表示装置について、本願出願人が
検討した構成を示すブロック図である。この液晶表示装置１においては、電圧階調法によ
る液晶表示装置を利用した構成であり、この電圧階調法による液晶表示装置の表示部を多
ビットメモリ方式による画素により構成し、この画素の構成に対応するように水平駆動回
路の構成を変更したものである。
【０００５】
　すなわちこの液晶表示装置１において、表示部２は、いわゆる反射型液晶表示パネルで
あり、赤色、緑色、青色のカラーフィルタを設けてなる画素をマトリックス状に配置して
形成される。ここで図８にこの表示部２の１つの画素２Ａの構成を示すように、各画素２
Ａは、表示に供する部位である電極３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ、３Ｅの面積が１：２：４：
８：１６に設定されてなる複数のサブ画素２ＡＡ～２ＡＥにより形成される。ここで各サ
ブ画素２ＡＡ～２ＡＥは、このような電極３Ａ～３Ｅの面積が一定の比例関係に設定され
る点を除いて同一に形成され、図９に示す画素回路４Ａ～４Ｅによりそれぞれ電極３Ａ～
３Ｅによる液晶セル５Ａ～５Ｅを駆動する。
【０００６】
　すなわち画素回路４Ａ～４Ｅは、図９の接続図によるブロック図を図１０に示すように
、ゲート及びドレインがそれぞれ共通に接続されたＮチャンネルＭＯＳ（以下、ＮＭＯＳ
と呼ぶ）トランジスタＱ１及びＰチャンネルＭＯＳ（以下、ＰＭＯＳと呼ぶ）トランジス
タＱ２からなるＣＭＯＳインバーター６と、同様に、ゲート及びドレインがそれぞれ共通
に接続されたＮＭＯＳトランジスタＱ３及びＰＭＯＳトランジスタＱ４からなるＣＭＯＳ
インバーター７とが正側電源ラインＶＤＤと負側電源ラインＶＳＳとの間に並列に設けら
れ、これらＣＭＯＳインバーター６、７がループ状に接続されてＳＲＡＭ（Static Rando
m Access Memory ）構成によるメモリが形成される。
【０００７】
　画素回路４Ａ～４Ｅは、ＮＭＯＳトランジスタＱ５によりこれらＣＭＯＳインバーター
６、７に信号線ＳＩＧを接続して信号線ＳＩＧの信号レベルをメモリに供給するスイッチ
回路８が形成され、これにより図１１に示すように、ゲート信号ＧＡＴＥ（図１１（Ｂ）
）によるＮＭＯＳトランジスタＱ５の制御により、信号線ＳＩＧ（図１１（Ａ））による
データをメモリにセットするようになされている（図１１（Ｃ））。なおここでＶ１は、
このスイッチ回路８による入力側であるインバーター６の入力側の電位である。
【０００８】
　画素回路４Ａ～４Ｅは、このようにしてメモリに保持してなるデータに応じて、液晶セ
ル５Ａ（５Ｂ～５Ｅ）の共通電極に印加される共通電圧ＶＣＯＭ（図１１（Ｇ））に対し
て、同相の駆動信号ＦＲＰ（図１１（Ｄ））又は逆相の駆動信号ＸＦＲＰ（図１１（Ｅ）
）を選択して液晶セル５Ａ（５Ｂ～５Ｅ）に印加し、これにより液晶セル５Ａ（５Ｂ～５
Ｅ）を駆動する。すなわち画素回路４Ａ～４Ｅは、ＮＭＯＳトランジスタＱ６及びＰＭＯ
ＳトランジスタＱ７からなるスイッチ回路９をインバーター７の出力によりオンオフ制御
し、このスイッチ回路９を介して共通電位ＶＣＯＭと逆相の駆動信号ＸＦＲＰを液晶セル
５Ａ（５Ｂ～５Ｅ）に印加する。また同様のＮＭＯＳトランジスタＱ８及びＰＭＯＳトラ
ンジスタＱ９からなるスイッチ回路１０をインバーター６の出力によりオンオフ制御し、
このスイッチ回路１０を介して共通電位ＶＣＯＭと同相の駆動信号ＦＲＰを液晶セル５Ａ
（５Ｂ～５Ｅ）に印加する。
【０００９】
　これにより図１１に示すように、信号線ＳＩＧの電位を切り換えた場合、続くゲート信
号ＧＡＴＥの立ち上がりの時点ｔ１より液晶セル５Ａ（５Ｂ～５Ｅ）に印加される電圧Ｖ
５（図１１（Ｆ））が共通電位ＶＣＯＭに対して同相から逆相に切り換わり、液晶セル５
Ａ（５Ｂ～５Ｅ）の表示、非表示を切り換えることができるようになされている。なおこ
の図１１に示す例は、いわゆるノーマリーブラックによる場合である。
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【００１０】
　このようにして構成されてなる表示部２に対して、ＤＣ－ＤＣコンバータ１２は、タイ
ミングジェネレータ１４から出力される基準信号ＤＤＣＶにより動作し、外部から入力さ
れる電源ＶＤＤから動作用の電源ＶＤＤ２等を生成して出力する。
【００１１】
　インターフェース（ＩＦ）１３は、この液晶表示装置１に同時並列的に入力される赤色
、緑色、青色の各画素の階調を指示する階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５
－１〕に対して、この階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕に同期した
マスタークロックＭＣＫ（ＭＣＫ５）、水平同期信号ＨＳＹＮＣ（ＨＤ）、垂直同期信号
ＶＳＹＮＣ（ＶＤ）等を入力してタイミングジェネレータ１４に出力し、タイミングジェ
ネレータ１４は、このインターフェース１３からの入力信号を基準にして各部の動作に必
要な各種基準信号を生成して出力する。
【００１２】
　垂直駆動回路１６は、タイミングジェネレータ１４で生成された基準信号により表示部
２の画素２Ａをライン単位で選択するゲート信号を生成してゲート線ＧＡＴＥに出力する
。なおここで図７において、ゲート線ＧＡＴＥに付した符号ＧＰ１、ＧＰ２、ＧＰ３は、
それぞれ水平方向に並ぶ画素２Ａのグループを示す符号である。
【００１３】
　これに対して水平駆動回路２０は、順次入力される階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－
１〕、Ｂ〔５－１〕の対応するビットをサンプリングして対応する信号線ＳＩＧに出力す
ることにより、垂直駆動回路１６により選択された画素２Ａを信号線ＳＩＧにより駆動す
るようになされている。
【００１４】
　これらによりこの液晶表示装置１においては、水平駆動回路２０において、各サブ画素
２ＡＡ～２ＡＥに対応する階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕の各ビ
ットをサンプリングして出力するだけでよいことにより、その分、電圧階調法による液晶
表示装置等に比して駆動回路の構成を簡略化することができる。また垂直駆動回路、水平
駆動回路の動作を停止して単に駆動信号ＦＲＰ、ＸＦＲＰを供給し続けるだけで静止画像
を表示し得、これにより電圧階調法による液晶表示装置等に比して消費電力も低減するこ
とができる。
【００１５】
　しかしながらこのように単に多ビットメモリ方式による画素２Ａによる表示部２を形成
した場合、表示に供する部位である電極３Ａ～３Ｅにおいては、面積の大きさが大きく異
なることになり、最も面積の小さな最下位ビットの電極３Ａにあっては、極めて幅狭く細
長に形成することが必要になる。
【００１６】
　これにより従来、この種の液晶表示装置においては、見る方向によって光学的な差異が
現れ、その分、表示画像の品位が劣化する問題がある。
【００１７】
　またこのような幅狭く細長に延長する電極においては、エッチング量のバラツキにより
面積が大きく変化し、これにより精度良く作成することが困難な欠点があり、場合によっ
ては、エッチングにより消失してしまう恐れもある。このように電極の精度が劣化し、さ
らには電極自体が消失する場合にあっては、その分、正しく階調表現し得ず、この場合も
表示画像の品位が劣化する問題がある。
【００１８】
　これによりこの種の表示装置においては、このような面積の小さなサブ画素に起因する
表示画像の品位の低下を有効に回避することが望まれる。
【特許文献１】特開平６－１３８８４４号公報
【特許文献２】特開平９－２４３９９５号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、多ビットメモリ方式による表示装置にお
いて、面積の小さなサブ画素に起因する表示画像の品位の低下を有効に回避することがで
きる。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　かかる課題を解決するため請求項１の発明においては、マトリックス状に画素を配置し
てなる表示部と、ゲート線により画素を順次選択する垂直駆動回路と、画素の階調を指示
する階調データに応じて垂直駆動回路により選択された画素の駆動信号を出力する水平駆
動回路とを有する表示装置に適用して、画素は、順次表示に供する部位の面積が増大して
なる複数のサブ画素を有し、階調データの各ビットに対応した複数のサブ画素の駆動によ
り階調データに対応する階調を表示し、少なくとも階調データの最下位ビットに対応する
サブ画素は、表示に供する部位がほぼ正方形形状により形成されてなるようにする。
【００２１】
　請求項１の構成により、表示装置に適用して、画素は、順次表示に供する部位の面積が
増大してなる複数のサブ画素を有し、階調データの各ビットに対応した複数のサブ画素の
駆動により階調データに対応する階調を表示し、少なくとも階調データの最下位ビットに
対応するサブ画素は、表示に供する部位がほぼ正方形形状により形成されてなるようにす
れば、面積の小さなサブ画素にあっては、水平方向及び垂直方向の双方についてほぼ同一
幅の幅広に形成され、これにより見る方向による光学的な差異の発生を有効に回避するこ
とができる。また幅広に形成されることにより、その分、幅狭に形成する場合に比して精
度を確保し得、その分、正しく階調表現することができ、これらにより面積の小さなサブ
画素に起因する品位の低下を有効に回避することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、多ビットメモリ方式による表示装置において、面積の小さなサブ画素
に起因する表示画像の品位の低下を有効に回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施例を詳述する。
【実施例１】
【００２４】
　（１）実施例の構成
　（１－１）全体構成
　図２は、この実施例に係る液晶表示装置を示すブロック図である。この液晶表示装置３
１においては、表示部３２、垂直駆動回路３３、水平駆動回路３４、タイミングジェネレ
ータ（ＴＧ）３５、インターフェース（ＩＦ）３６、ＤＣ－ＤＣコンバータ（ＤＤＣ）３
７を一体にガラス基板上に形成して作成され、表示部３２にカラー画像を表示する。この
ためこの液晶表示装置３１では、表示に供する各画素の階調を指示する各５ビットによる
赤色、緑色、青色の階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕がラスタ走査
順に同時並列的に入力されるようになされている。
【００２５】
　この液晶表示装置３１において、表示部３２は、垂直方向に同一の色彩によるカラーフ
ィルタが延長し、かつ水平方向に順次循環してなるいわゆる縦ストライプ方式の反射型液
晶表示パネルにより形成され、この縦ストライプに係るカラーフィルタが画像データＲ〔
５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕に対応する３色により形成されるようになされて
いる。
【００２６】
　また表示部３２は、このようなカラーフィルタが設けられている画素がそれぞれ水平方
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向及び垂直方向にＮ×Ｍ画素によりマトリックス状に配置されて形成され、各画素が多ビ
ットメモリ方式による画素により形成されるようになされている。
【００２７】
　すなわち各画素３２Ａにおいては、図８との対比により図３に示すように、表示に供す
る部位である電極４３Ａ、４３Ｂ、４３Ｃ、４３Ｄ、４３Ｅの面積がほぼ２倍により変化
するサブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥにより形成され、これら各サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥ
に、それぞれ同一に構成された画素回路４４Ａ～４４Ｅが設けられるようになされている
。
【００２８】
　ここで画素回路４４Ａ～４４Ｅは、図９及び図１０について上述した画素回路４Ａ～４
Ｅに比して、信号線ＳＩＧが共通化されている点を除いて同一に形成され、その分、この
表示部３２においては、信号線の数を少なくした分、容易に多ビット化して高階調化、高
解像度化できるようになされている。
【００２９】
　しかしてこれにより各画素３２Ａにおいては、ＭＯＳトランジスタにより、信号線ＳＩ
Ｇの信号レベルを取得して保持するインバーター６、７によるメモリと、ゲート信号ＧＡ
ＴＥ１～５に応動してこのメモリに信号線ＳＩＧの信号レベルを供給するスイッチ回路８
と、表示に供する部位３Ａ～３Ｅの一方の電極に印加される共通電圧ＶＣＯＭに対する同
相又は逆相の駆動信号ＦＲＰ、ＸＦＲＰを、メモリの保持結果に応じて選択し、表示に供
する部位の他方の電極４３Ａ～４３Ｅに印加するスイッチ回路９、１０とがそれぞれ各サ
ブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥに設けられるようになされている。
【００３０】
　このようにして信号線ＳＩＧを各サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥで共通化した分、この液
晶表示装置３１においては、各サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥに対する信号線ＳＩＧを時分
割により駆動する。
【００３１】
　すなわち水平駆動回路３４は、順次入力される階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕
、Ｂ〔５－１〕を順次循環的に取得することにより、これら階調データＲ〔５－１〕、Ｇ
〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕をライン単位でまとめた後、サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥの配
列に対応する順序により順次これら階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１
〕の各ビットを選択出力し、これによりサブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥに共通の信号線ＳＩ
Ｇに時分割により対応する階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕の各ビ
ットを割り当てるようになされている。これによりこの実施例では、垂直方向に延長する
各画素を時分割により駆動し、さらに各画素におけるサブ画素においても、時分割により
駆動するようになされている。
【００３２】
　このような水平駆動回路３４による各階調データのシリアル転送に対応して、垂直駆動
回路３３は、ゲート線により画素３２Ａを順次選択する。またこの各画素３２Ａの選択に
おいて、各サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥに接続されたゲート線により各サブ画素３２ＡＡ
～３２ＡＥを順次選択する。
【００３３】
　ＤＣ－ＤＣコンバータ３７は、タイミングジェネレータ３５から出力される基準信号Ｄ
ＤＣＶにより動作し、外部から入力される電源ＶＤＤから動作用の電源ＶＤＤ２等を生成
して出力する。
【００３４】
　インターフェース（ＩＦ）３６は、この液晶表示装置３１に同時並列的に入力される赤
色、緑色、青色の各画素の階調を指示する階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔
５－１〕に対して、この階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕に同期し
たマスタークロックＭＣＫ（ＭＣＫ５）、水平同期信号ＨＳＹＮＣ（ＨＤ）、垂直同期信
号ＶＳＹＮＣ（ＶＤ）等を入力してタイミングジェネレータ３５に出力し、タイミングジ
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ェネレータ３５は、このインターフェース３６からの入力信号を基準にして各部の動作に
必要な各種基準信号を生成して出力する。
【００３５】
　（１－２）画素のレイアウト
　図１は、この液晶表示装置３１の１つの画素３２Ａの構成を示す平面図である。この液
晶表示装置３１の表示部３２においては、この画素３２Ａをマトリックス状に配置して形
成される。ここで表示部３２は、赤色、緑色、青色の画素３２Ａによる組み合わせに係る
水平方向の連続する３つの画素に対してほぼ正方形形状の領域が割り当てられるようにな
され、これにより１つの画素には、縦横比がほぼ３：１に設定された縦長による長方形形
状の領域が表示に供する表示領域ＡＲＡに割り当てられるようになされている。
【００３６】
　各画素３２Ａは、この長方形形状による表示領域ＡＲＡに各サブ画素３２ＡＡ～３２Ａ
Ｅにおける表示に供する部位である電極４３Ａ～４３Ｅが配置され、これらの電極４３Ａ
～４３Ｅのうち、少なくとも階調データの最下位ビットに係る電極４３Ａにおいては、ほ
ぼ正方形形状により形成される。
【００３７】
　具体的に、これらの電極４３Ａ～４３Ｅは、この表示領域ＡＲＡを各電極４３Ａ～４３
Ｅの面積比１６：８：４：２：１により分割して計算される各電極４３Ａ～４３Ｅの面積
について、各電極４３Ａ～４３Ｅを長方形形状により形成して一辺の長さが所定値より短
い場合、この電極については、正方形形状に形成される。これによりこの実施例では、下
位側２ビットの電極４３Ａ及び４３Ｂが正方形形状により形成されるようになされている
。
【００３８】
　またこのようにして正方形形状に設定した下位側ビットの電極４３Ａ及び４３Ｂに対し
て、それぞれ上位側ビットの電極を組にして、この長方形形状の表示領域ＡＲＡの短辺を
一辺にしてなる矩形の領域にこれら各組の電極を割り当てる。またこのようにして表示領
域ＡＲＡに割り当てて残るビットの電極については、長方形形状の表示領域ＡＲＡの短辺
を一辺にしてなる矩形の領域を割り当てる。
【００３９】
　またこのような割り当てにおいて、各電極４３Ａ～４３Ｅの重心の位置を表示領域ＡＲ
Ａの長手方向で極力近づけるように、下位側ビットと上位側ビットとの組み合わせ、各電
極４３Ａ～４３Ｅの配置が設定される。
【００４０】
　これによりこの実施例では、最下位ビットから２ビット目の電極４３Ｂに対して、最上
位ビットの電極４３Ｅが組み合わされて、これら電極４３Ｂ及び４３Ｅが長手方向の一端
側（この図１の例では上端側）に配置されるようになされている。また最下位ビットの電
極４３Ａに対して、最上位から２ビット目の電極４３Ｄが組み合わされて、これらの電極
４３Ａ及び４３Ｄが、電極４３Ｂ及び４３Ｅに続いて配置されるようになされている。ま
た残る領域に最下位から３ビット目の電極４３Ｃが割り当てられるようになされている。
【００４１】
　さらにこの実施例では、このような下位側ビット及び上位側ビットの組み合わせにおい
て、下位側ビットの電極４３Ａ、４３Ｂを正方形形状により形成して、上位側ビットの電
極４３Ｄ及び４３Ｅに極力幅狭の部位を形成しないように、下位側ビットの電極４３Ａ、
４３Ｂが配置され、またこの配置に対応するように上位側ビットの電極４３Ｄ、４３Ｅの
形状が選定される。すなわち具体的に、下位側ビットの電極４３Ａ、４３Ｂは、表示領域
ＡＲＡの長手方向にあっては、中央側に配置され、また短辺側にあっては、一方の長辺側
に偏って配置される。これによりこれらの電極４３Ａ、４３Ｂと組をなす上位ビット側の
電極４３Ｄ、４３Ｅにおいては、表示領域ＡＲＡの中心側短辺が、局所的に飛び出したＬ
字形状により形成され、この飛び出した部位が十分な幅により形成されるようになされて
いる。
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【００４２】
　これらによりこの実施例においては、水平方向及び垂直方向から見て面積の小さなサブ
画素を同じように見ることができ、さらには精度良くこの面積の小さなサブ画素に係る電
極を作成できるようになされ、これらにより面積の小さなサブ画素に起因する表示画像の
品位の低下を有効に回避するようになされている。
【００４３】
　なおこの実施例においては、このように上位側ビットに係る電極４３Ｄ、４３Ｅの飛び
出した部位の幅が、電極を正方形形状により形成するか否かの判断基準である所定値以上
となるように、概ね、この所定値が表示領域ＡＲＡの短辺の長さの１／２に設定され、こ
れにより下位側２ビットの電極４３Ａ、４３Ｂが正方形形状により形成されるようになさ
れている。しかして十分に高品位の表示画像を形成するために高精細度化、高階調化した
場合、必然的に、表示領域ＡＲＡも小さくなり、また下位側電極の面積も小さくなること
により、このような判断基準による判定に依らずとも、少なくとも最下位ビット、さらは
ビット数によっては最下位側２ビット又は最下位側３ビットを正方形形状の電極により形
成して、この実施例と同様の効果を得ることができる。
【００４４】
　またこの下位側ビットの電極形状においては、長辺の長さに比して短辺の長さを０．８
～１倍に設定して、見る方向による差異を無くし得、また十分なエッチング精度により作
成し得、これにより面積の小さなサブ画素に起因する表示画像の品位の低下を有効に回避
するようになされている。
【００４５】
　各電極４３Ａ～４３Ｅは、このようにして形状、配置位置が選定された後、角取りされ
、また電極４３Ａ～４３Ｅ間で絶縁に必要な空隙が形成され、これらにより変化する各電
極３２ＡＡ～３２ＡＥの面積が最終的に上述した１６：８：４：２：１になるように、各
電極３２ＡＡ～３２ＡＥの形状が微調整されるようになされている。
【００４６】
　このようにしてこの表示領域ＡＲＡに電極４３Ａ～４３Ｅを形成して、各画素３２Ａに
おいては、この表示領域ＡＲＡに対応する長方形形状の領域に各画素回路４４Ａ～４４Ｅ
が設けられ、この画素回路４４Ａ～４４Ｅを設ける領域が、下位側ビットの電極４３Ａ、
４３Ｂを偏らせた側に、表示領域ＡＲＡからほぼ１／４ピッチだけ偏って形成され、これ
により後述する接続用領域ＡＲにおいて、高い自由度により画素回路４４Ａ～４４Ｅを対
応する電極４３Ａ～４３Ｅに接続できるようになされている。
【００４７】
　画素３２Ａは、この画素回路４４Ａ～４４Ｅを設ける領域が長手方向に階調データのビ
ット数により等分割され、電極４３Ａ～４３Ｅの配置の順序に対応する順序により、この
等分割された各領域にそれぞれ各画素回路４４Ａ～４４Ｅが形成される。
【００４８】
　すなわち最も上位ビット側の電極４３Ｅを配置してなる側端の領域には、最上位ビット
の画素回路４４Ｅが設けられ、また続く内側の領域には、電極４３Ｅと組をなす最下位か
ら２ビット目の画素回路４４Ｂが設けられる。また続く領域には、最下位ビットの電極４
３Ａに対応する画素回路４４Ａが設けられ、続いて最下位ビットの電極４３Ａと組をなす
上位から２ビット目の電極４３Ｄに対応する画素回路４４Ｃが設けられる。また最も下側
の領域には、残る画素回路４４Ｃが設けられる。
【００４９】
　これによりこの実施例では、各電極４３Ａ～４３Ｅと対応する画素回路４４Ａ～４４Ｅ
との接続を簡略化できるようになされている。
【００５０】
　このようにして画素３２Ａの領域に割り当てられる各画素回路４４Ａ～４４Ｅにおいて
は、図９について上述したトランジスタＱ１～Ｑ９により構成され、図４に示すようにレ
イアウトされる。すなわち画素回路４４Ａ～４４Ｅは、各ＭＯＳトランジスタＱ１～Ｑ９
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のゲート電極（図１において符号Ｇにより示す）を作成する際に、このゲート電極材料に
より併せて各領域の上端に沿ってゲート線ＧＡＴＥが設けられる。またこのゲート線ＧＡ
ＴＥを作成する際に、ゲート電極材料により併せてトランジスタＱ１～Ｑ４によるインバ
ーター６、７をトランジスタＱ６～Ｑ９によるスイッチ回路９、１０に接続する配線パタ
ーンＬ１及びＬ２が、ゲート線ＧＡＴＥを作成して残る領域をほぼ３等分するようにゲー
ト線ＧＡＴＥと平行に形成される。
【００５１】
　画素回路４４Ａ～４４Ｅは、これらの配線パターンＬ１及びＬ２による左端側に、トラ
ンジスタＱ１～Ｑ４が形成されてインバーター６、７が形成され、また右端側にトランジ
スタＱ６～Ｑ９が形成されてスイッチ回路９、１０が形成される。すなわち画素回路４４
Ａ～４４Ｅは、信号線ＳＩＧにゲートを接続するトランジスタＱ１、Ｑ２のうち、正側電
源ＶＤＤにソースを接続するトランジスタＱ２が下側の配線パターンＬ２の左端側に形成
され、残るトランジスタＱ１がその内側に形成される。また残るインバーター７のトラン
ジスタＱ３、Ｑ４のうち、正側電源ＶＤＤにソースを接続するトランジスタＱ４が中央の
配線パターンＬ１の左端側に形成され、残るトランジスタＱ３がその内側に形成される。
画素回路４４Ａ～４４Ｅは、トランジスタＱ２、Ｑ４を正側電源ＶＤＤに接続する配線パ
ターンＬ３、トランジスタＱ１、Ｑ３を負側電源ＶＳＳに接続する配線パターンＬ４、ト
ランジスタＱ３、Ｑ４をスイッチ回路８によるトランジスタＱ５に接続する配線パターン
Ｌ５、トランジスタＱ１、Ｑ２のソースをトランジスタＱ３、Ｑ４のゲートに接続する配
線パターンＬ６が、トランジスタＱ１～Ｑ４に続いて作成され、これによりインバーター
を作成するようになされている。
【００５２】
　また画素回路４４Ａ～４４Ｅは、ゲート線ＧＡＴＥが局所的に下方に延長して信号線Ｓ
ＩＧをインバーター６、７に接続するスイッチ回路８のトランジスタＱ５が形成され、こ
のトランジスタＱ５に、信号線ＳＩＧへの接続用の配線パターンＬ７が形成されるように
なされている。
【００５３】
　また配線パターンＬ１及びＬ２の右端側に、それぞれ共通電圧ＶＣＯＭと同相の駆動信
号ＦＲＰに係るスイッチ回路１０のトランジスタＱ８、Ｑ９が形成され、これらトランジ
スタＱ８、Ｑ９にこの駆動信号ＦＲＰを入力する電極Ｌ９、Ｌ１１が形成される。またこ
れらトランジスタＱ８、Ｑ９の内側に、共通電圧ＶＣＯＭと逆相の駆動信号ＸＦＲＰに係
るスイッチ回路９のトランジスタＱ６、Ｑ７が形成され、これらトランジスタＱ８、Ｑ９
にこの駆動信号ＸＦＲＰを入力する電極Ｌ１０、Ｌ８が形成される。またこれらトランジ
スタＱ６～Ｑ９を液晶セルの電極４３Ａ～４３Ｅに接続する電極ＬＸが形成される。
【００５４】
　これらによりこの画素回路４４Ａ～４４Ｅにおいては、サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥの
画素回路４４Ａ～４４Ｅを配置するこの横長の領域において、信号線ＳＩＧによる論理値
を記録するメモリ回路（６、７）と、このメモリ回路の内容により液晶セルへの駆動信号
を切り換えるスイッチ回路９、１０とを、この領域の左右両端に配置して、この領域の中
央にスイッチ回路９、１０を電極４３Ａ～４３Ｅに接続するための領域ＡＲを形成し、こ
の接続用の領域ＡＲでスイッチ回路９、１０を電極４３Ａ～４３Ｅに接続するようになさ
れている。これによりこの実施例では、サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥを構成する画素回路
４４Ａ～４４Ｅ、電極４３Ａ～４３Ｅのレイアウトを簡略化し、容易に多ビット化して高
階調化、高解像度化することができるようになされている。
【００５５】
　なおこの図４及び図５等において、内側に黒点を設けた丸印は、上層側に形成される配
線パターンとの接続箇所を示す印であり、内側に×を設けた丸印は、下層側の配線パター
ンとの接続箇所を示す印である。
【００５６】
　すなわち図５に示すように、このような画素回路４４Ａ～４４Ｅにおいては、上層側に
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、図５に示すような配線パターンが形成される。ここでこれら配線パターンは、水平駆動
回路３４から延長する信号線ＳＩＧが上下方向に延長するように形成され、またこの信号
線ＳＩＧと平行に、正側電源ＶＤＤ及び負側電源ＶＳＳの配線パターン、駆動信号ＦＲＰ
、ＸＦＲＰの配線パターンが設けられる。
【００５７】
　これらの配線パターンのうち、駆動信号ＦＲＰ、ＸＦＲＰの配線パターン、正側電源Ｖ
ＤＤ及び負側電源ＶＳＳの配線パターンにあっては、それぞれ下層の対応する配線パター
の部位に形成されるのに対し、信号線ＳＩＧにおいては、電極接続用の領域ＡＲを避ける
ように形成され、画素回路４４Ａ～４４Ｅは、これらの配線パターンのレイヤーにおいて
、この接続用の領域ＡＲに、図６に示すように、下層の電極接続用の配線パターンＬＸを
、続く上層の電極４３Ａ～４３Ｅに接続する配線パターンＬＸ１が形成されるようになさ
れている。
【００５８】
　すなわちこのようにして画素回路４４Ａ～４４Ｅでトランジスタ等を同一にレイアウト
して、最も上位側ビットである画素回路４４Ｅにおいては、トランジスタＱ６～Ｑ９によ
るスイッチ回路を液晶セルの電極４３Ａ～４３Ｅに接続する電極ＬＸが、接続用の領域Ａ
Ｒに延長し、この接続用領域ＡＲにおいて、信号線ＳＩＧ等の配線パターンに係るレイヤ
ーに設けられた接続用の配線パターンＬＸ１を介して、対応する電極４３Ｅに接続される
。これに対して続く画素回路４４Ｂの電極ＬＸにおいては、接続用の領域ＡＲに延長し、
この接続用領域ＡＲにおいて、ほぼ直角に折れ曲がって対応する電極４３Ｂが設けられて
いる隣接する画素回路４４Ｅの領域ＡＲまで延長し、この隣接する画素回路４４Ｅの領域
ＡＲに設けられた接続用の配線パターンＬＸ１を介して、対応する電極４３Ｂに接続され
る。
【００５９】
　また続く画素回路４４Ａの電極ＬＸにおいては、同様に、接続用の領域ＡＲに延長し、
この接続用の領域ＡＲにおいて、ほぼ直角に折れ曲がって対応する電極４３Ａが設けられ
ている領域ＡＲ内の部位まで延長し、この部位に設けられた接続用の配線パターンＬＸ１
を介して、対応する電極４３Ａに接続される。また続く画素回路４４Ｄ及び４４Ｂの電極
ＬＸにおいては、接続用の領域ＡＲに延長し、この接続用領域ＡＲに設けられた接続用の
配線パターンＬＸ１を介して、対応する電極４３Ｄ及び４３Ｂに接続される。
【００６０】
　これらによりこの液晶表示装置３１では、このようにして作成してなる接続用の領域Ａ
Ｒを有効に利用して、大きく面積の異なる電極４３Ａ～４３Ｅに対して、同一のレイアウ
トにより作成した各画素回路４４Ａ～４４Ｅを簡易かつ確実に接続できるようになされて
いる。
【００６１】
　このようにして電極４３Ａ～４３Ｅと対応する画素回路４４Ａ～４４Ｅを接続するにつ
き、各画素３２Ａにおいては、電極４３Ａ～４３Ｅに対する配線パターンＬＸ１の接続箇
所が、垂直方向より見て重なり合わないように、水平方向に不規則に異なってなるように
配置され、これによりこのような接続箇所が一列に並ぶことにより各種干渉縞の発生を有
効に回避するようになされている。
【００６２】
　表示部３２においては、半導体製造技術によりこのようなレイアウトにより画素回路４
４Ａ～４４Ｅ、配線パターンが順次ガラス基板に形成された後、絶縁層を間に挟んで、電
極材料膜が形成され、この電極材料膜のエッチングにより図１について上述した形状によ
る電極が形成され、その後、対向電極と一体化されて液晶が封入されて作成されるように
なされている。
【００６３】
　（２）実施例の動作
　以上の構成において、この液晶表示装置３１では（図２）、描画に係るコントローラ等
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からそれぞれ赤色、緑色、青色による各画素の階調を指示する５ビットによる階調データ
Ｒ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕が順次同時並列的にラスタ走査順に入力され
、この階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕が水平駆動回路３４により
順次サンプリングされて表示部３２のライン単位でまとめられる。またさらにこのように
ライン単位でまとめられてなる各階調データＲ〔５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕
の各ビットが順次循環的に選択されてシリアル転送により各画素３２Ａに１つの信号線Ｓ
ＩＧに出力される（図３）。
【００６４】
　またこの水平駆動回路３４によるライン単位の処理に対応するように、垂直駆動回路３
３により順次循環的に表示部３２の各ラインを選択する選択信号が生成され、さらにこの
ラインに係る画素において、サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥを順次選択する選択信号が生成
され、この選択信号が各サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥのゲート線ＧＡＴＥ１～ＧＡＴＥ５
に出力される。
【００６５】
　これによりこの液晶表示装置３１では、各サブ画素３２ＡＡ～３２ＡＥの表示に供する
部位である電極４３Ａ～４３Ｅが順次面積が増大するように形成されて、階調データＲ〔
５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕の対応するビットの論理値に応じてこれら電極４
３Ａ～４３Ｅに駆動信号ＦＲＰ、ＸＦＲＰが印加され、面積階調法により階調データＲ〔
５－１〕、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕による画像が表示される。
【００６６】
　液晶表示装置３１では、これらの電極４３Ａ～４３Ｅのうち、階調データＲ〔５－１〕
、Ｇ〔５－１〕、Ｂ〔５－１〕の下位側２ビットによる面積の小さな電極４３Ａ、４３Ｂ
がほぼ正方形形状により形成され、これによりこれら電極４３Ａ、４３Ｂがエッチングに
より作成工程により精度良く作成される。
【００６７】
　すなわちこれらの電極を作成する場合にあって、幅狭の細長い形状により作成する場合
には、正方形形状により作成する場合に比して、面積に対する周囲の長さが長くなる。こ
れに対してエッチング量の変化は、電極の周囲に現れる。これによりこの実施例のように
正方形形状により電極を作成した場合には、その分、所望する面積により精度良く電極を
作成することができる。
【００６８】
　またこのような面積のばらつきにおいては、元々面積の小さなサブ画素に大きな影響を
与えることになる。これによりこの実施例のように、最下位ビットを含む下位２ビットの
電極を正方形形状により形成して、所望する面積比により高い精度でこれらサブ画素３２
ＡＡ～３２ＡＥの表示に供する部位を形成し得、これにより正しく階調を表現することが
でき、階調の劣化による表示画像の品位の低下を有効に回避することができる。
【００６９】
　またこのように正方形形状により形成した場合、垂直方向に視線を変化させて表示画像
を見た場合と、水平方向に視線を変化させて表示画像を見た場合とで、視線の変化に対す
るこれら面積の小さなサブ画素の見え方を等しくし得、これにより見る方向によって光学
的な差異が現れないようにして、表示画像の品位の劣化を有効に回避することができる。
【００７０】
　さらにこの実施例では、このようにして作成されてなる各電極４３Ａ～４３Ｅが、角取
りして形成され、この角取りによってもエッチング量のばらつきによる面積の変化を小さ
くし得、これによっても表示画像の品位の低下が有効に回避される。
【００７１】
　液晶表示装置３１においては、このようにして正方形形状に作成されてなる面積の小さ
な画素が、面積の大きな上位側ビットの係る電極と組み合わされて、それぞれ各組が表示
領域ＡＲＡの短辺を一辺にしてなる長方形形状による領域に割り当てられる。また残るビ
ットの係る電極がこの表示領域ＡＲＡの短辺を一辺にしてなる長方形形状による領域に割
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り当てられる。
【００７２】
　これにより液晶表示装置３１においては、この電極を作成する領域ＡＲＡに関して、こ
の領域ＡＲＡの短辺と平行になるように空隙を形成してこの領域ＡＲＡを３つの領域に分
割し、さらにこの３つの領域のうちの２つの領域に空隙を形成して計５つの電極を形成す
ることができ、これらによりこのようにして面積の小さなサブ画素の電極を正方形形状に
より作成するようにして、この電極形成領域ＡＲＡに形成される無駄な領域である空隙の
長さを極力短くすることができる。従って液晶表示装置３１においては、その分、この電
極を形成する領域を有効に利用して表示画面の輝度を向上することができる。
【００７３】
　またこのような組み合わせに係る矩形の領域において、電極形成領域ＡＲＡである領域
ＡＲＡの中心側に面積の小さな電極を形成し、階調データの下位側２ビットに係る電極を
隣接させることにより、この電極形成領域ＡＲＡの長手方向について、各電極の重心の位
置を、特に面積の小さなサブ画素に係る電極の重心を近づけることができる。これにより
この実施例においては、このような重心の位置が遠ざかるように形成してなる表示画像の
違和感を有効に回避できるようになされている。
【００７４】
　しかして液晶表示装置３１においては、これらによりこの電極形成領域である表示に供
する領域ＡＲＡの上側より、階調データのビット順位とは異なるように電極４３Ａ～４３
Ｅが配置され、この配置の順序に対応する順序により各階調データの各ビットに係る画素
回路が設けられ、これにより画素回路４４Ａ～４４Ｅと電極４３Ａ～４３Ｅとの接続が簡
略化されるようになされている。
【００７５】
　（３）実施例の効果
　以上の構成によれば、表示に供する部位の面積が小さなサブ画素については、この表示
に供する部位をほぼ正方形形状により作成することにより、多ビットメモリ方式による表
示装置において、面積の小さなサブ画素に起因する表示画像の品位の低下を有効に回避す
ることができる。
【００７６】
　また長辺の長さに対して短辺の長さを１～０．８倍に設定して、このようなほぼ正方形
形状による電極を作成したことにより、確実に面積の小さなサブ画素に起因する表示画像
の品位の低下を有効に回避することができる。
【００７７】
　またこのような面積の小さな電極に対して、面積の大きな電極を組にして、長方形形状
の表示領域の短辺を一辺にしてなる矩形の領域に割り当てたことにより、この表示領域を
有効利用することができる。
【００７８】
　また階調データの最下位２ビットの電極が隣接するように形成したことにより、各電極
の重心の位置を、特に面積の小さなサブ画素に係る電極の重心を近づけることができる。
これによりこの実施例においては、このような重心の位置が遠ざかるように形成してなる
表示画像の違和感を有効に回避できるようになされている。
【００７９】
　またこのようして階調データのビット順位とは異なるように電極を配置して、この電極
の配置の順序に対応する順序により画素回路を設けることにより、画素回路と電極との接
続を簡略化することができる。
【実施例２】
【００８０】
　なお上述の実施例においては、同一色彩のカラーフィルタが垂直方向に延長してなるい
わゆる縦方向ストライプにより表示部を形成する場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、同一色彩のカラーフィルタが水平方向に延長してなるいわゆる横方向ストライプ
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により表示部を形成する場合、モザイク状にカラーフィルタを配置して表示部を形成する
場合、さらにはデルタ状にカラーフィルタを配置して表示部を形成する場合等に広く適用
することができる。
【００８１】
　また上述の実施例においては、共通電圧に対して同相、逆相の駆動信号を選択的に印加
することにより、１つのサブ画素をオンオフの２階調により駆動する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、さらに位相の異なる多数の駆動信号を選択的に印加すること
により、さらには時間軸方向の変調により、１つのサブ画素を２階調より多くの階調によ
り駆動する場合にも広く適用することができる。
【００８２】
　なお上述の実施例においては、最下位ビットと最上位から２ビット目を組み合わせて電
極を形成する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば最上位ビットと最下
位ビットとを組み合わせるようにしてもよい。
【００８３】
　また上述の実施例においては、１つの画素を形成する複数のサブ画素の全てで信号線を
共通化する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、サブ画素のレイアウトによっ
ては、１つの画素を形成する複数のサブ画素の一部のみについて、信号線を共通化する場
合、さらには各サブ画素にそれぞれ信号線を設ける場合等に広く適用することができる。
【００８４】
　また上述の実施例においては、各５ビットの赤色、緑色、青色による３種類の階調デー
タを同時並列的に入力して処理する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、５ビ
ット以外のビット数により階調データの処理に適用する場合、４種類以上の階調データに
よりカラー画像を表示する場合等にも広く適用することができる。
【００８５】
　また上述の実施例においては、ガラス基板上に表示部等を作成してなる反射型液晶表示
装置に本発明を適用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、透過型液晶表示
装置、ＥＬ（Electro Luminescence）表示装置等、種々の表示装置に広く適用することが
できる。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明は、例えば１つの画素を複数のサブ画素により構成し、これら複数のサブ画素の
駆動により階調を表現する方式の液晶表示装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の実施例に係る液晶表示装置の１つの画素の構成を示す平面図である。
【図２】本発明の実施例に係る液晶表示装置を示すブロック図である。
【図３】図２の液晶表示装置の１つの画素の構成を示す接続図である。
【図４】図２の液晶表示装置の１つのサブ画素のレイアウトを示す平面図である。
【図５】図４の上層側の配線パターンを示す平面図である。
【図６】画素回路と電極との接続の説明に供する平面図である。
【図７】多ビットメモリ方式により液晶表示装置を示すブロック図である。
【図８】図７の液晶表示装置の１画素を示す接続図である。
【図９】図８の１画素に設けられる画素回路を示す接続図である。
【図１０】図９の画素回路の等化回路を示す接続図である。
【図１１】図９の画素回路の動作の説明に供するタイムチャートである。
【符号の説明】
【００８８】
　１、３１……液晶表示装置、２、３２……表示部、２Ａ、３２Ａ……画素、２ＡＡ～２
ＡＥ、３２ＡＡ～３２ＡＥ……サブ画素、３Ａ～３Ｅ、４３Ａ～４３Ｅ……電極、４Ａ～
４Ｅ、４４Ａ～４４Ｅ……画素回路、５Ａ～５Ｅ……液晶セル、６、７……インバーター
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、８、９、１０……スイッチ回路、１６、３３……垂直駆動回路、２０、３４……水平駆
動回路
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 4506152 B2 2010.7.21

【図１１】



(18) JP 4506152 B2 2010.7.21

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２１Ｊ          　　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/14     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２４Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ｇ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６６０Ｕ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６８０Ｈ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/36    　　　　          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ｚ          　　　　　

(72)発明者  野津　大輔
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  林　宗治
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  鳥山　重隆
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  坂井　栄治
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内

    審査官  横井　巨人

(56)参考文献  特開２００２－３３３８７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３２６８７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０９０３４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３０２９４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－１０９４９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３２８３５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１９４２０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１５６９５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１１１８７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３２８６５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１３８８４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２３７０５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２５９０２０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　１／１３４３－１／１３４５、１／１３５－１／１３６８、
              Ｇ０９Ｆ　９／００－９／３０、９／３０７－９／４６、
              Ｇ０９Ｇ　３／００－３／０８、３／１２、３／１６－３／２６、
              　　　　　３／３０、３／３４－３／３８、
              Ｈ０１Ｌ２７／３２、５１／５０、
              Ｈ０５Ｂ３３／００－３３／２８



专利名称(译) 表示装置

公开(公告)号 JP4506152B2 公开(公告)日 2010-07-21

申请号 JP2003386087 申请日 2003-11-17

[标]申请(专利权)人(译) 索尼公司

申请(专利权)人(译) 索尼公司

当前申请(专利权)人(译) 索尼公司

[标]发明人 寺西康幸
仲島義晴
野津大輔
林宗治
鳥山重隆
坂井栄治

发明人 寺西 康幸
仲島 義晴
野津 大輔
林 宗治
鳥山 重隆
坂井 栄治

IPC分类号 G09F9/30 G02F1/133 G02F1/1343 G09G3/20 G09G3/36 H01L51/50 H05B33/14

FI分类号 G09F9/30.341 G09F9/30.390.C G02F1/133.575 G02F1/1343 G09G3/20.611.A G09G3/20.621.J G09G3
/20.624.B G09G3/20.641.G G09G3/20.660.U G09G3/20.680.H G09G3/36 H05B33/14.A H05B33/14.Z 
G09F9/302.C

F-TERM分类号 2H092/JA24 2H092/JB04 2H092/JB05 2H092/JB46 2H093/NA54 2H093/NC13 2H093/NC34 2H093
/NC40 2H093/ND06 2H193/ZA04 2H193/ZA20 2H193/ZD24 3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/DB03 
3K007/GA04 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC31 3K107/EE03 3K107/EE06 3K107/EE07 3K107
/HH04 3K107/HH05 5C006/AA02 5C006/AA12 5C006/AA22 5C006/AC27 5C006/BB16 5C006/BB28 
5C006/BC06 5C006/BF42 5C006/BF46 5C006/EB04 5C006/FA22 5C006/FA47 5C006/FA55 5C006
/FA56 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD03 5C080/DD26 5C080/DD28 5C080/EE01 
5C080/EE29 5C080/EE30 5C080/FF11 5C080/GG12 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ06 5C094
/AA02 5C094/BA43 5C094/DB01 5C094/EA04 5C094/GA10

代理人(译) 山本隆久
吉井正明
森浩一

其他公开文献 JP2005148424A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：通过将本发明应用于例如形成每个像素的液晶显示装置，有效地避免由多位存储型显示装置中的具有小区域的子像
素导致的显示图像的质量降低多个子像素通过驱动多个子像素来表示灰度。 ŽSOLUTION：关于用于显示的部分43A至43E处具有
小区域的子像素32AA和32AB，用于显示的部分43A和43B形成为近似正方形的形状。 Ž
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